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[はじめに]近年、Ge/Si コアシェルナノワイヤ(以下、Ge/Si NW) の作製及び評価が盛んに進めら

れている[1]。Ge/Si NWは Ge Nanowire (以下、Ge NW)を Siでコーティングした同心円状の構造と

なっており、水溶性や酸化性のある Ge NWの保護に繋がる。他の研究機関では、低温領域である

がバリスティックな輸送ができており[2]、様々な領域での活躍が期待される材料である。本研究

室では Ge/Si NW 成長に関して、今迄はナノツリーが形成されたが、成長条件を変更することに

よりナノツリーを防ぐことができたので、これを報告する。 

[実験] 金を触媒に気相-液相-固相成長法で Ge NW成長を行った。金触媒は電子ビーム蒸着器を利

用している。そして、LPCVD装置を用いて、金触媒の基板に 280℃で GeH4 を流入し、Ge NW

を成長させている。その後 Si2H6 をソースに 450℃で CVD堆積し、Ge/Si NW を作製した。

また、昇温時におけるソースガスの切り替え条件、および成長基板条件の変更をした。 

[結果] SiO2基板を利用した場合、ナノツリーが形成された(図１)。これは昇温時に拡散金が触媒と

して働いたからだと考えられる。この理由は、昇温時に GeH4が流入されないからで、液相状態の

AuGeが発生したためと考えられる。これを避けるために昇温時も常に GeH4を流し続けた。これ

により、Ge NW側面の Si Nanowireを減少することができた(図２)。これより、ナノツリーを抑制

した Ge/Si NW成長ができた。 
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